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貫通電極（TSV）を用いた 3 次元実装技術（TSV 技術と呼ぶ）に期待が寄せられている。
TSV 技術は、従来の微細化の追求に代わる実装技術のひとつとして注目されているが、
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コ ン 貫 通 電 極（TSV：Through-
silicon via）を使った実装技術（以
下、TSV 技術と呼ぶ）が研究され























































































積して 1 つの LSI 部品にまとめあ
げるという、LSI の設計手法であ
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（＊）　実装密度は、（LSI チップの積層枚数）／（1つの LSI チップ間接続の直径）を指
標としており、直径 30μmの配線で 2枚の LSI チップを積層したワイヤボンディ
ングの場合を「1」として正規化している。　
2   シリコン貫通電極（TSV）技術とは
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ディングなどで LSI チップ間を電





りに TSV で電気接続する 3 次元実





ニアス LSI）、あるいは LSI チップ




図表 4 は、もともと 2 次元の設
計手法であった SoC を 3 次元に発
想転換し、3 次元実装を実現する
例を説明している。2 次元平面に
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1 μm とすれば、1mm 四方のなか
に、TSV を 100 万本まで形成でき
る。ただし、LSI 部品内で使われ




















TSV を介して LSI チップ内の電気
配線を接続する工程から成る。
まずは、シリコン基板に穴を開
























































3   TSV 技術に関わる研究開発課題





































































（Face to Face）と、LSI を同方向に
縦 積 み に し て 貼 り 合 わ せ 方 法
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米 国 SEMATECH で は、TSV
技術開発のプログラム「3D Inter-
connect」を 2007 年 3 月に立ち上げ
ており、協業の参加者を呼び掛け
ている。その協業のターゲットは














































は、2004 年から TSV 技術への基
礎技術の取り組みを開始し、2006
年から IIAP（IMEC Industrial Affili-
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4   TSV 技術に関連する研究体制の具体例







































































































SI および PI 技術、テスト技術、熱
設計技術、研磨技術、TSV 技術を
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